





Automatic Measurements of Interface-State 
Densities in MOS Structures 
Yutaka TOKUDA 
The microcomputer-controlled DL TS system for the automatic measurements of interface-
state densities in MOS structures is described. The present system can draw curves of the 
interface-state densities versus temperature or energy level during a DL TS thermal scan. 
Therefore， this system allows the rapid evaluation of the interface-state densities and is suitable 





























図 1 DLTS法の測定原理。 Vはパイアスパノレス， Cは
試料の容量である。
DLTS法は，深い逆バイアス印加後時刻t，およびt2での














Nss(E)= [一一一一]一一一寸kln(t2/tj) J 1しいυ
また求めた Nssに対応するエネノレギ 準位Eは
E二 Ec-kTln[σnVnNc(t2-U/ln(t，jtj)] (2) 
で与えられる 2)。式(1)，(2)においてAは接合面積， εは半
導体の誘電率， Nsはドーパント濃度， Coxは酸化膜容
量， σnは電子捕獲断面積， Vnは電子の平均熱速度， Nc 
は伝導帯の有効状態密度， Ecは伝導帯下端のエネノレギー












(BURR-BROWN， ADC 80 AG-12)，またDA変換器




ている。なおこの測定系ではDLTS， DDL TS (Doubl巴




























aj = 25.72094993725 
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(3) t" t， 






















































ではNssの下限の値を DA変換器の出力 5 V ~こ， Nss 
の中心の値をDA変換器の出力 OVIこ対応させている。
従って図 5で示したものは出力電圧 5VがNss=0 
cm-'eV-1に，OVが5X 101Ocm-'e V-1に設定して測定し
たものである。この場合はNssの値がo~ lO"cm-2eV-1 
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